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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の方法で育成した単結晶シリコンインゴットの外周部にノッチ部を形成し、次いで
前記単結晶シリコンインゴットに対してウェーハ加工処理を施した後、得られたシリコン
ウェーハに対して面取り処理、平坦化処理および研磨処理を行うシリコンウェーハの製造
方法において、
　最終の前記研磨処理後の段階での前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅
を３５０μｍ以上４５０μｍ以下に調整し、最終の前記研磨処理後の段階での前記ノッチ
部の深さと前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅との和を９００μｍ以下
に調整することを特徴とするシリコンウェーハの製造方法。
【請求項２】
　前記ノッチ部の深さと前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅との和を４
００μｍ以上９００μｍ以下に調整する、請求項１に記載のシリコンウェーハの製造方法
。
【請求項３】
　最終の前記研磨処理後の段階での前記ノッチ部の深さを３５０μｍ以上５５０μｍ以下
に調整する、請求項１または２に記載のシリコンウェーハの製造方法。
【請求項４】
　最終の前記研磨処理後の段階での前記ノッチ部のウェーハ径方向断面が、ウェーハ表裏
で対称な形状を有するように調整する、請求項１～３のいずれか１項に記載のシリコンウ
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ェーハの製造方法。
【請求項５】
　最終の前記研磨処理後の段階での前記ノッチ部のウェーハ径方向断面が、ウェーハ表裏
で非対称な形状を有するように調整する、請求項１～３のいずれか１項に記載のシリコン
ウェーハの製造方法。
【請求項６】
　周縁部にノッチ部を有するとともに、前記周縁部に対して面取り処理が施された面取り
部を有するシリコンウェーハにおいて、
　前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅が３５０μｍ以上４５０μｍ以下
であり、前記ノッチ部の深さと前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅との
和が９００μｍ以下であることを特徴とするシリコンウェーハ。
【請求項７】
　前記ノッチ部の深さと前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅との和が４
００μｍ以上９００μｍ以下である、請求項６に記載のシリコンウェーハ。
【請求項８】
　前記ノッチ部の深さが３５０μｍ以上５５０μｍ以下である、請求項６または７に記載
のシリコンウェーハ。
【請求項９】
　前記ノッチ部のウェーハ径方向断面が、ウェーハ表裏で対称な形状を有する、請求項６
～８のいずれか１項に記載のシリコンウェーハ。
【請求項１０】
　前記ノッチ部のウェーハ径方向断面が、ウェーハ表裏で非対称な形状を有する、請求項
６～８のいずれか１項に記載のシリコンウェーハ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコンウェーハの製造方法およびシリコンウェーハに関し、特に、ノッチ
部を有するシリコンウェーハについて、ノッチ部近傍領域の平坦性が高いシリコンウェー
ハを製造することができるシリコンウェーハの製造方法およびシリコンウェーハに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体デバイスの基板として、シリコンウェーハが広く使用されている。このシ
リコンウェーハは、チョクラルスキー（Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ、ＣＺ）法等により育成
した単結晶シリコンインゴットをブロックに切断し、ブロックの外周部を研削した後、外
周部には、特定の方向を示すノッチを形成するのが一般的である。例えば、結晶面が（１
００）面のシリコンウェーハには、例えば＜１１０＞方向を示すノッチ部を形成する。
【０００３】
　ノッチ部が形成されたブロックには、その後ウェーハ加工処理を施し、得られたシリコ
ンウェーハに対して面取り処理、平坦化（ラップ）処理、両面研磨処理、仕上げ研磨処理
等を施した後、最終洗浄し、各種品質検査を行って異常が確認されなければ製品として完
成し、出荷する。
【０００４】
　近年、半導体デバイスの微細化・高集積化が益々進行し、シリコンウェーハには極めて
高い平坦性が要求されている。また、デバイス形成領域についてもウェーハ径方向外側に
年々拡大しており、ウェーハ周縁部に対しても高い平坦性が要求されている。
【０００５】
　上述のように、ウェーハ周縁部には、位置合わせのためのノッチ部が形成されているが
、上記した製造フローにおける品質検査工程では、ノッチ部およびその近傍領域は最初か
ら除外してウェーハ周縁部の平坦性を測定するのが一般的である。
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【０００６】
　例えば、品質検査工程にてウェーハのＥＳＦＱＲ（Ｅｄｇｅ　Ｓｉｔｅ　Ｆｒｏｎｔ　
ｌｅａｓｔ　ｓＱｕａｒｅｓ　Ｒａｎｇｅ）を測定する場合には、ノッチ部を含むセクタ
ーにおいて、ノッチ部およびその近傍領域は除外して測定を行う。ここで、ノッチ部が存
在する領域を含めて平坦性を評価すると、場合によってはエラーにより平坦性の測定自体
が不可能となる。
【０００７】
　ノッチ部にデバイスを形成することはできないが、ノッチ部近傍領域の平坦性を高める
ことができれば、デバイス形成領域の有効面積（すなわち、平坦性の高い領域の面積）を
拡大することができる。
【０００８】
　デバイス形成領域を拡大する方法としては、ウェーハ周縁部にノッチ部自体を形成しな
いことも考えられる。例えば、特許文献１には、単結晶インゴットを切断して得られたブ
ロックの側面に３個以上のノッチ部を形成し、ウェーハ加工処理によって得られた半導体
ウェーハに対して平坦化処理を施した後、ウェーハの所定の位置にレーザーによりマーク
を刻印し、その後ウェーハ周縁部に対して面取り処理を施して全てのノッチを除去するこ
とにより、ウェーハ周縁部にノッチ部のない半導体ウェーハを製造する技術が提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１４－２３２７８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、ノッチ部を除去する面取り処理後に、従
来のノッチ部を検出することによる位置合わせ方式を採用することができず、ウェーハの
方位を特定するための新たな装置が必要となる問題がある。こうしたことから、ノッチ部
を有するシリコンウェーハについて、ノッチ部近傍領域の平坦性を高めて、デバイス形成
領域を拡大することができる方途の確立が希求されている。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、ノッチ部を有するシリコンウェーハについて、ノッチ部近傍
領域の平坦性が高いシリコンウェーハを製造することができるシリコンウェーハの製造方
法およびシリコンウェーハを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者は、上記課題を解決する方途について鋭意検討した結果、最終研磨処理後のノ
ッチ部の深さとノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅との和を９００μｍ以下
とすることが極めて有効であることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１３】
　すなわち、本発明の要旨構成は以下の通りである。
（１）所定の方法で育成した単結晶シリコンインゴットの外周部にノッチ部を形成し、次
いで前記単結晶シリコンインゴットに対してウェーハ加工処理を施した後、得られたシリ
コンウェーハに対して面取り処理、平坦化処理および研磨処理を行うシリコンウェーハの
製造方法において、最終の前記研磨処理後の段階での前記ノッチ部における面取り部のウ
ェーハ径方向の幅を３５０μｍ以上４５０μｍ以下に調整し、最終の前記研磨処理後の段
階での前記ノッチ部の深さと前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅との和
を９００μｍ以下に調整することを特徴とするシリコンウェーハの製造方法。
【００１４】
（２）前記ノッチ部の深さと前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅との和



(4) JP 6493253 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

を４００μｍ以上９００μｍ以下に調整する、前記（１）に記載のシリコンウェーハの製
造方法。
【００１５】
（３）最終の前記研磨処理後の段階での前記ノッチ部の深さを３５０μｍ以上５５０μｍ
以下に調整する、前記（１）または（２）に記載のシリコンウェーハの製造方法。
【００１７】
（４）最終の前記研磨処理後の段階での前記ノッチ部のウェーハ径方向断面が、ウェーハ
表裏で対称な形状を有するように調整する、前記（１）～（３）のいずれか１項に記載の
シリコンウェーハの製造方法。
【００１８】
（５）最終の前記研磨処理後の段階での前記ノッチ部のウェーハ径方向断面が、ウェーハ
表裏で非対称な形状を有するように調整する、前記（１）～（３）のいずれか１項に記載
のシリコンウェーハの製造方法。
【００１９】
（６）周縁部にノッチ部を有するとともに、前記周縁部に対して面取り処理が施された面
取り部を有するシリコンウェーハにおいて、前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径
方向の幅が３５０μｍ以上４５０μｍ以下であり、前記ノッチ部の深さと前記ノッチ部に
おける面取り部のウェーハ径方向の幅との和が９００μｍ以下であることを特徴とするシ
リコンウェーハ。
【００２０】
（７）前記ノッチ部の深さと前記ノッチ部における面取り部のウェーハ径方向の幅との和
が４００μｍ以上９００μｍ以下である、前記（６）に記載のシリコンウェーハ。
【００２１】
（８）前記ノッチ部の深さが３５０μｍ以上５５０μｍ以下である、前記（６）または（
７）に記載のシリコンウェーハ。
【００２３】
（９）前記ノッチ部におけるウェーハ径方向断面が、ウェーハ表裏で対称な形状を有する
、前記（６）～（８）のいずれか１項に記載のシリコンウェーハ。
【００２４】
（１０）前記ノッチ部におけるウェーハ径方向断面が、ウェーハ表裏で非対称な形状を有
する、前記（６）～（８）のいずれか１項に記載のシリコンウェーハ。

                                                                                
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、ノッチ部を有するシリコンウェーハについて、ノッチ部近傍領域の平
坦性が高いシリコンウェーハを製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明のシリコンウェーハの製造方法の一例のフローチャートである。
【図２】面取り処理の一例を説明する図である。
【図３】本発明によるシリコンウェーハを示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。本発明によるシリコンウ
ェーハの製造方法は、所定の方法で育成した単結晶シリコンインゴットの外周部にノッチ
部を形成し、次いで単結晶シリコンインゴットに対してウェーハ加工処理を施した後、得
られたシリコンウェーハに対して面取り処理、平坦化処理および研磨処理を行うシリコン
ウェーハの製造方法である。ここで、最終の研磨処理後の段階でのノッチ部の深さとノッ
チ部における面取り部のウェーハ径方向の幅との和を９００μｍ以下に調整することを特
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徴とする。
【００２８】
　本発明者らは、ノッチ部を有するシリコンウェーハについて、ノッチ部近傍領域の平坦
性が高いシリコンウェーハを製造する方途について鋭意検討した。シリコンウェーハのノ
ッチ部近傍領域の平坦性を決定するシリコンウェーハ周縁部のパラメータとしては、面取
り部の曲率半径、端面のウェーハ厚み方向の長さ、ノッチ部の深さ、面取り部のウェーハ
径方向の幅（以下、「面取り幅」と称する）等がある。本発明者らは、これらのパラメー
タのうち、ノッチ部の深さおよびノッチ部の面取り幅に注目した。
【００２９】
　本発明者らは、ウェーハ周縁部の平坦性を高めるべく、ノッチ部の深さおよびノッチ部
における面取り幅の適正化を試みた。しかしながら、単にノッチ部の深さおよびノッチ部
における面取り幅を独立に調整しただけでは、ウェーハ周縁部の平坦性を高めるのは困難
であり、ノッチ部の深さとノッチ部における面取り幅との関係の適正化が肝要であるとの
知見を得るに至った。
【００３０】
　具体的には、本発明者らは、ノッチ部の深さを浅くするのみ、あるいはノッチ部の面取
り幅を狭くするのみでは、ノッチ部近傍領域の平坦性を高めることはできなかった。そこ
で、本発明者らは、ノッチ部の深さとノッチ部における面取り幅との関係について鋭意検
討した結果、ノッチ部の深さとノッチ部における面取り幅との和がノッチ部近傍領域の平
坦性に大きな影響を与えていることを見出した。本発明者らはさらに、ノッチ部近傍領域
の平坦性を高めるためには、最終の研磨処理後の段階でのノッチ部の深さとノッチ部にお
ける面取り部のウェーハ径方向の幅との和を９００μｍ以下に調整することが極めて有効
であることを見出し、本発明を完成させたのである。
【００３１】
　上記説明から明らかなように、本発明は、最終の研磨処理後の段階でのノッチ部の深さ
とノッチ部における面取り幅との和を９００μｍ以下に調整することを特徴とするもので
あり、この要件が満足されていれば、その他の処理は何ら限定されない。以下、図１に示
すシリコンウェーハの製造方法の一例のフローチャートを参照して、各工程について説明
する。
【００３２】
　まず、ステップＳ１にて、例えばＣＺ法により、石英るつぼに投入された多結晶シリコ
ンを１４００℃程度に溶融し、次いで種結晶を液面に漬けて回転させながら引き上げるこ
とにより単結晶シリコンインゴットを育成する。ここで、所望の抵抗率を得るために、例
えばホウ素やリン等をドープする。また、インゴットの育成の際に磁場を印加する磁場印
加チョクラルスキー（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｆｉｅｌｄ　Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ、ＭＣＺ
）法を用いることにより、シリコンインゴット中の酸素濃度を制御することができる。
【００３３】
　次いで、ステップＳ２において、得られた単結晶シリコンインゴットをワイヤーソーや
内周刃切断機を用いて、複数の単結晶シリコンブロックに切断する。この切断処理は、後
述するノッチ部形成処理の後に行うこともできる。
【００３４】
　続いて、ステップＳ３において、得られたブロックの外周部に対して円筒研削処理を施
し、ブロックの径を一定にする。
【００３５】
　その後、ステップＳ４において、単結晶シリコンブロックの外周部に、所定の方向を示
すノッチ部を形成する。ノッチ部は、ブロックの外周面に適切な形状を有する砥石を押し
当て、インゴットの軸方向の移動を繰り返すことにより形成することができる。その際、
ノッチ部の深さは、後に面取り処理を施すことを考慮して、従来（例えば、１．２ｍｍ）
よりも浅く形成するようにする（例えば、４００μｍ）。ノッチ部が示す方向は、例えば
＜１１０＞方向や＜００１＞方向である。
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【００３６】
　続いて、ステップＳ５において、ワイヤーソーや内周刃切断機を用いて、ノッチ部が形
成された単結晶シリコンブロックに対してウェーハ加工処理を施し、例えば１ｍｍ程度の
厚さにスライスしてシリコンウェーハを得る。
【００３７】
　その後、ステップＳ６において、ステップＳ５において得られたシリコンウェーハの周
縁部に対して、一次面取り処理を施す。この一次面取り処理は、ツルーイングにより面取
り形状に対応する形状の溝が予め外周部に形成された精研砥石を用いた研磨や、コンタリ
ング加工等により行うことができる。図２は、精研砥石を用いた面取り処理を説明する図
である。図２に示すように、精研砥石を回転させた状態で、シリコンウェーハを回転させ
ながら精研砥石の溝に押し当てる。これにより、精研砥石の溝の形状に合致する面取り形
状で、ウェーハ周縁部を面取りすることができる。一次面取り用の砥石としては、例えば
＃６００のメタルボンドのものを使用することができる。
【００３８】
　同様に、ノッチ部に対しても一次面取り処理を施す。その際には、シリコンウェーハ周
縁部全体に対して行った砥石よりも小径（ウェーハと摺接する箇所の直径が、例えば１ｍ
ｍ）の、例えば＃６００のメタルボンドのものを用いることができ、砥石を回転させなが
らノッチ部に押し当て、砥石をノッチ部の輪郭に沿って移動させることにより行うことが
できる。
【００３９】
　続いて、ステップＳ７において、シリコンウェーハの主面に対して一次平坦化処理（ラ
ップ処理）を施す。この一次平坦化処理は、シリコンウェーハを互いに平行な一対のラッ
プ定盤間に配置し、ラップ定盤間に、例えばアルミナ砥粒と分散剤と水の混合物からなる
ラップ液を供給しつつ、所定の加圧下で回転および摺動させることにより、シリコンウェ
ーハの表裏面を機械的にラッピングして、ウェーハの平行度を高める。
【００４０】
　次いで、ステップＳ８において、精研砥石を用いた円盤状の砥石を用いた研磨や、コン
タリング加工等により、一次平坦化処理が施されたシリコンウェーハの周縁部に対して二
次面取り処理を施す。この二次面取り処理では、一次面取り処理よりも細かい、例えば＃
２０００のメタルボンド面取り用砥石を用いて面取り処理を施す。面取り形状は、最終目
標の形状である。
【００４１】
　同様に、ノッチ部に対しても二次面取り処理を施す。その際には、シリコンウェーハ周
縁部全体に対して行った砥石よりも小径（ウェーハと摺接する箇所の直径が、例えば１ｍ
ｍ）の、例えば＃２０００のメタルボンドのものを用いることができ、砥石を回転させな
がらノッチ部に押し当て、砥石をノッチ部の輪郭に沿って移動させることにより行うこと
ができる。
【００４２】
　続いて、ステップＳ９において、二次面取り処理が施されたシリコンウェーハに対して
、平面研削処理を施し、ウェーハの平坦性を高める。この平面研削処理は、平面研削装置
を用いて行うことができる。この平面研削処理の砥石としては、例えばダイヤモンド砥粒
の分布中心粒径が０．７μｍである＃８０００のビトリファイド研削砥石を用いることが
できる。
【００４３】
　その後、ステップＳ１０において、両面研磨処理装置を用いて、二次面取り処理が施さ
れたシリコンウェーハに対して両面研磨処理を施す。この両面研磨処理は、キャリアプレ
ートの孔部にシリコンウェーハを嵌め込んだ後、キャリアプレートを研磨布を貼りつけた
上定盤および下定盤で挟み、上下定盤とウェーハとの間に、例えばコロイダルシリカ等の
スラリーを流し込み、上下定盤およびキャリアを互いに反対方向に回転させて行う。これ
により、ウェーハ表面の凹凸を低減して平坦度の高いウェーハを得ることができる。
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【００４４】
　続いて、ステップＳ１１において、シリコンウェーハの周縁部に対して鏡面面取り処理
を施す。この鏡面面取り処理は、例えば円筒形状のウレタンバフをモータ回転させる鏡面
面取り装置を用いて行うことができる。鏡面面取り処理は、モータによりウレタンバフを
回転させ、この回転中のバフの外周面にシリコンウェーハの周縁部を接触させる。これに
より、ウェーハ周縁部が鏡面仕上げされる。
【００４５】
　同様に、ノッチ部に対しても鏡面面取り処理を施す。その際、ディスク状に成型された
ウレタンバフを回転させながらノッチ部に押し当て、行うことができる。
【００４６】
　その後、ステップＳ１２において、片面研磨装置を用いて、両面研磨処理が施されたシ
リコンウェーハに対して片面研磨処理を施す。この片面研磨処理は、スウェード素材の研
磨布を用い、研磨液として、例えばコロイダルシリカを含むアルカリ性の研磨液を用いて
行うことができる。図１のフローチャートに沿ったシリコンウェーハの製造においては、
最終の研磨処理である、本片面研磨処理後の段階で、ノッチ部の深さとノッチ部における
面取り幅との和が９００μｍ以下に調整されているようにする。
【００４７】
　片面研磨処理後の段階でのノッチ部の深さは、ステップＳ４におけるノッチ部形成の際
のノッチ部の深さと、ステップＳ６、Ｓ８およびＳ１１における面取り処理により決定さ
れる。なお、ステップＳ１１における鏡面面取り処理での面取り量は微量であるため、実
質的には、ステップＳ８における二次面取り処理後の段階で、片面研磨処理後の段階での
ノッチ部の深さが決定される。
【００４８】
　また、片面研磨処理後の段階でのノッチ部における面取り量は、ステップＳ６、Ｓ８お
よびＳ１１における面取り処理のみならず、ステップＳ７、Ｓ９、Ｓ１０およびＳ１２に
おいて施される、主面に対する研削あるいは研磨処理にも依存する。ただし、ステップＳ
１１における片面研磨処理における面取り量は微量であるため、実質的には、ステップＳ
１０における両面研磨処理後に、ノッチ部における面取り幅が決定される。
【００４９】
　そこで、図１に示したフローチャートにおいては、ステップＳ８における二次面取り処
理後の段階でのノッチ部の深さ、および両面研磨処理後の段階でのノッチ部における面取
り幅を調整して、それらの和を９００μｍ以下とする。上記和の下限については、ノッチ
部近傍領域の平坦性の点では特に限定されないが、ノッチ部の方向を特定する機能を維持
し、また装置でノッチ部を検出可能とするために、３５０μｍ以上とすることが好ましい
。より好ましくは、４００μｍ以上９００μｍ以下に調整する。これにより、ノッチ部近
傍領域の平坦性をより高めることができる。
【００５０】
　また、ノッチ部の深さを３５０μｍ以上８５０μｍ以下に調整することが好ましい。こ
こで、ノッチ部の深さを３５０μｍ以上とすることにより、ウェーハの位置合わせを確実
に行うことができる。また、８５０μｍ以下とすることにより、ノッチ部近傍領域の平坦
性をより高めることができる。
【００５１】
　さらに、ノッチ部における面取り幅を５０μｍ以上４５０μｍ以下に調整することが好
ましい。ここで、ノッチ部における面取り幅を５０μｍ以上とすることにより、ウェーハ
搬送時や取り扱い時におけるウェーハ割れや欠けを確実に防止することができる。また、
４５０μｍ以下とすることにより、ノッチ部近傍領域の平坦性をより高めることができる
。
【００５２】
　なお、最終の研磨処理後の段階での面取り部のウェーハ径方向断面の形状は、ノッチ部
以外の部分については特に限定されず、仕様に基づいて適切に設定することができる。ま
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た、ノッチ部については、ノッチ部の深さとノッチ部における面取り部の面取り幅との和
が９００μｍ以下である要件を満足していれば、特に限定されず、例えば台形状とするこ
とができる。また、ウェーハの表裏で対称な形状としても、非対称な形状としてもよい。
【００５３】
　最後に、片面研磨処理が施されたシリコンウェーハを最終洗浄した後、ステップＳ１３
において、ウェーハの平坦度を含めた各種品質検査を行う。この検査では、ウェーハ平坦
度の他、ウェーハ表面のＬＰＤの数、ダメージ、ウェーハ表面の汚染等を検査し、所定の
製品品質を満足するウェーハのみが製品として出荷される。
【００５４】
　こうして、ノッチ部を有するシリコンウェーハについて、ノッチ部近傍領域の平坦性が
高いシリコンウェーハを製造することができる。
【００５５】
（シリコンウェーハ）
　次に、本発明によるシリコンウェーハについて説明する。図３（ａ）は、本発明による
シリコンウェーハを示す上面模式図である。この図に示したシリコンウェーハ１は、周縁
部にノッチ部１１を有するとともに、周縁部に対して面取り処理が施された面取り部１２
を有するシリコンウェーハである。ここで、ノッチ部１１の深さＤとノッチ部１１におけ
る面取り部１２のウェーハ径方向の幅（面取り幅）Ｗとの和が９００μｍ以下であること
を特徴とする。
【００５６】
　ノッチ部１１の深さＤとノッチ部１１における面取り幅Ｗとの和が４００μｍ以上９０
０μｍ以下であることが好ましい。これにより、ノッチ部近傍領域の平坦性をより高める
ことができる。
【００５７】
　また、ノッチ部１１の深さＤが３５０μｍ以上８５０μｍ以下であることが好ましい。
ここで、ノッチ部１１の深さＤを３５０μｍ以上とすることにより、ウェーハの位置合わ
せを確実に行うことができる。また、８５０μｍ以下とすることにより、ノッチ部近傍領
域の平坦性をより高めることができる。
【００５８】
　さらに、ノッチ部１１における面取り幅Ｗは５０μｍ以上４５０μｍ以下であることが
好ましい。ここで、ノッチ部１１における面取り幅Ｗを５０μｍ以上とすることにより、
ウェーハ搬送時や取り扱い時におけるウェーハ割れや欠けを確実に防止することができる
。また、４５０μｍ以下とすることにより、ノッチ部近傍領域の平坦性をより高めること
ができる。
【００５９】
　面取り部１２のウェーハ径方向断面の形状は、ノッチ部１１以外の部分については特に
限定されず、仕様に基づいて適切に設定することができる。また、ノッチ部１１について
は、ノッチ部１１の深さＤとノッチ部１１における面取り部１２の面取り幅Ｗとの和が９
００μｍ以下である要件を満足していれば、限定されない。例えば、図３（ｂ）に示すよ
うな台形状とすることができる。また、図３（ｂ）に示したようなウェーハの表裏で対称
な形状である必要はなく、非対称な形状であってもよい。
【実施例】
【００６０】
　次に、本発明の効果をさらに明確にするため、以下の実施例を挙げるが、本発明は以下
の実施例に何ら制限されるものではない。
【００６１】
　図１に示したフローチャートに従ってシリコンウェーハを製造した。具体的には、ＣＺ
法により単結晶シリコンインゴットを育成し（ステップＳ１）、育成した単結晶インゴッ
トをワイヤーソーにより単結晶シリコンブロックに切断した後（ステップＳ２）、ブロッ
クの外周部に対して円筒研削処理を施して直径に調整し（ステップＳ３）、ブロックの外
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周部にノッチ部を形成した（ステップＳ４）。その後、単結晶シリコンブロックに対して
ウェーハ加工処理を施し、直径３００ｍｍ、厚さ１ｍｍのシリコンウェーハを得た（ステ
ップＳ５）。
【００６２】
　得られたシリコンウェーハに対して、面取り機を用いて、シリコンウェーハに対して一
次面取り処理を行った（ステップＳ６）。具体的には、まず、シリコンウェーハの周縁部
に対して、＃６００のメタルボンド砥石を用いて一次面取り処理を行った。次いで、小径
（直径１ｍｍ）の＃６００のメタルボンド砥石を回転させつつノッチ部に押し当て、ノッ
チ部の輪郭に沿って砥石を移動させることにより、ノッチ部に対して一次面取りを行った
。
【００６３】
　続いて、一次面取り処理を行ったシリコンウェーハを、ラップ装置に搬送し、一次平坦
化処理を施した（ステップＳ７）。
【００６４】
　その後、一次平坦化処理を施したシリコンウェーハに対して、ステップＳ６で用いた面
取り装置を用いて、二次面取り処理を行った（ステップＳ８）。具体的には、まず、シリ
コンウェーハの周縁部に対して、＃２０００のメタルボンド砥石を用いて二次面取り処理
を行った。次いで、小径（直径１ｍｍ）の＃２０００のメタルボンド砥石を回転させつつ
ノッチ部に押し当て、ノッチ部の輪郭に沿って砥石を移動させることにより、ノッチ部に
対して二次面取り処理を行った。この二次面取り処理は、面取り処理後に、表１に示した
ノッチ部の深さが表１に示した値となるように行った。
【００６５】
【表１】

【００６６】
　次いで、二次面取り処理を施したシリコンウェーハを平面研削装置に搬送し、シリコン
ウェーハの表面に対して平面研削処理を施し、厚さを７８５μｍに調整した（ステップＳ
９）。
【００６７】
　続いて、平面研削処理が施されたシリコンウェーハに対して両面研磨処理を施した（ス
テップＳ１０）。その際、キャリアプレートとして、厚さ約７５０μｍのものを用いた。
また、研磨パッドとしては、ニッタ・ハース社製研磨布：ＬＰ５７を用い、研磨スラリー
にはニッタ・ハース社製スラリー：Ｎａｌｃｏ２３５０を用いた。両面研磨処理は、昇降
機により３００ｇ／ｃｍ２の加工面圧でキャリアプレートを上下定盤間で挟持しながら、
上定盤および下定盤を互いに逆方向に回転させた。キャリアプレートはギア機構により上
定盤と同方向に２０～３０ｒｐｍで回転させて、キャリアプレート内に装填したシリコン
ウェーハの表裏面を研磨し、厚さを７７５μｍに調整した。この両面研磨処理後の段階で
のノッチ部における面取り幅が表１に示した値となるように調整した。
【００６８】
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　次に、両面研磨処理を施したシリコンウェーハに対して、ステップＳ６で用いた面取り
装置を用いて、鏡面面取り処理を施した（ステップＳ１１）。具体的には、まず、シリコ
ンウェーハの周縁部に対して、円筒形状のウレタンバフを回転させ、回転中のバフの外周
面にシリコンウェーハの周縁部を接触させることにより鏡面面取り処理を行った。次いで
、ノッチ部に対して、ディスク状のウレタンバフを回転させつつノッチ部に押し当て、ノ
ッチ部に対して鏡面面取り処理を行った。
【００６９】
　続いて、鏡面面取り処理を施したシリコンウェーハを、片面研磨装置に搬送し、シリコ
ンウェーハの主面に対して仕上げ研磨処理を施した（ステップＳ１２）。この片面研磨処
理は、スウェード素材の研磨布を用い、研磨液として、コロイダルシリカを含むアルカリ
性の研磨液を用いて行った。
【００７０】
　その後、仕上げ研磨処理を施したシリコンウェーハをウェーハ洗浄装置で最終洗浄した
後、ノッチ部近傍領域の平坦度を測定した（ステップＳ１３）。
【００７１】
＜ＥＳＦＱＲの測定＞
　発明例１～９、比較例１～９および従来例について、ノッチ部のＥＳＦＱＲを測定した
。この測定は、平坦度測定装置（ＫＬＡ-Ｔｅｎｃｏｒ社製：ＷａｆｅｒＳｉｇｈｔ２）
を用いて行い、ウェーハの外周１ｍｍの部分を除外した２９８ｍｍを測定範囲とし、測定
範囲の外周部を、セクター幅５°、セクター長３０ｍｍの７２個のセクターに分割して各
セクターに対して行った。また、ノッチ部近傍領域のデータを測定除外せずにノッチ部セ
クターのデータをノッチ部ＥＳＦＱＲの値とした。得られた結果を表１に示す。
【００７２】
　また、ノッチ部の深さは、エッジプロファイルモニター（コベルコ科研製：ＬＥＰ－２
２００）を用いて測定した。ノッチ部における面取り幅Ｗは、光学顕微鏡により測定した
。これらノッチ部の深さおよびノッチ部における面取り幅は、ステップＳ９における二次
面取り処理後、およびステップＳ１２における片面研磨処理後に測定した。得られた結果
を表１に示す。
【００７３】
　表１に示すように、比較例２、３、５、６、８、９のＥＳＦＱＲの最大値は４５ｎｍ以
上、従来例および比較例１、４、７が測定エラーにより測定不能であったのに対して、発
明例１～９のＥＳＦＱＲの最大値は２５ｎｍ以下であり、ノッチ部近傍領域の平坦性が大
きく高められたことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明によれば、ノッチ部を有するシリコンウェーハについて、ノッチ部近傍領域の平
坦性が高いシリコンウェーハを得ることができるため、半導体産業に有用である。
【符号の説明】
【００７５】
１　シリコンウェーハ
１１　ノッチ部
１２　面取り部
Ｄ　ノッチ部の深さ
Ｗ　ノッチ部の面取り幅



(11) JP 6493253 B2 2019.4.3

【図１】 【図２】

【図３】



(12) JP 6493253 B2 2019.4.3

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ２４Ｂ   29/00     　　　Ｎ        　　　　　
   　　　　                                Ｂ２４Ｂ   37/08     　　　　        　　　　　

(72)発明者  橋井　友裕
            東京都港区芝浦一丁目２番１号　株式会社ＳＵＭＣＯ内

    審査官  石丸　昌平

(56)参考文献  特開２０１７－１２３４５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１７８４６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２７９７０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２２３３８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－３３９９４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６１７４２２２（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特開２０００－３３１８９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－３１６１１２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０４　　　
              Ｂ２４Ｂ　　２９／００　　　　
              Ｂ２４Ｂ　　３７／０８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

